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1. 緒言 

SiC-MOSFET のスイッチング特性やノイズ特

性を回路シミュレーションで予測するために、

SPICE モデルの重要性が指摘されている [1, 2]。

Si-MOSFET のような物理モデルに関する報告も

数多くある [3] が、複雑さから統一化には遠い

状況にある。今回、Si の Level 1, 3 モデル（チャ

ネル長変調や縦方向電界による移動度劣化を考

慮）をベースにした SiC-MOSFET の簡易なドレ

イン電流モデルを検討したので報告する。 

2. 研究方法 

市販の SiC-MOSFET を-60-200℃の環境下に

置き、Ids-Vgs特性(Vds=50mV)と Ids-Vds特性（Vgs

を変化）を測定した。まず、前者を用いて，キャ

リア移動度やしきい電圧などに関する主要な温

度依存パラメータを決定した[4]。次に、後者の特

性からバルク効果定数 m やチャネル長変調係数

λなどのパラメータを決定した。線形放物領域と

飽和領域の接続は、数式簡単化のため Level 1 モ

デルとはやや異なる方式を用いた。また、ドレイ

ン抵抗には Vds依存性 [5] を加味した。  

3. 結果と考察 

図１に、Ids-Vgs特性と EXCEL ソルバーによる

モデルフィッティング結果を示す。良好な一致が

得られたが、クーロン散乱移動度の温度依存性は

∝T 2.3となり、物理モデルの文献値∝T [6] より

強くなった。高温で、界面準位が捕獲していた電

子を放出することによりしきい電圧が負にシフ

トすると同時に、クーロン散乱中心も減少するこ

とで見かけ上強い温度依存性となると考えてい

る。 

図 2 に、Ids-Vds特性とモデルフィッティング結

果(-60, 25, 200℃)を示す。完全ではないが、良好

な一致が得られた。 

4. 結論 

SiC-MOSFET のドレイン電流モデルを、Si の

LEVEL-1, 3 モデルをベースにした物理モデルと

して構築した。SiC に特有な伝導帯端近傍の界面

準位とクーロン散乱の取り扱いがモデル化のキ

ーになっていると考えられる。 

図 1 Ids-Vgs特性のモデル化 
（カラー破線：実測、黒実線：モデル）  
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図２Ids-Vds特性 

のモデル化 

（プロット：実測、

実線：モデル） 
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